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くてはならない重要なデバイスになっている。半導体 IC の基本デバイスである MOSFET
（Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect-Transistor 金属-酸化物-半導体接合電界効果トランジスタ）は、構


























































ッチングレートが低減し、100 を超える高い選択比の Ge エッチングが実現できることを明らかにした。上記の
結果、HBr 中性粒子ビームにより、Cl2 中性粒子ビームを用いた場合よりも SiO2に対する選択比が高く、広い
温度域（− 30 ~ 90℃）においてGe表面に欠陥が無く、原子層レベルで平滑な垂直性の高いGe Finエッチング
を初めて実現できた。 
以上より、第3章では中性粒子ビームを用いたGeのエッチングに関して、Cl2およびHBrでのガスケミストリ






























以上より、本研究においては、sub-10nm 世代以降の新材料である Ge の エッチング機構を解明し、中性粒子
ビームエッチングにより、原子層レベルで無欠陥、ラフネスフリーの Ge エッチング加工を初めて実現し、デバ
イスでの特性向上を実証した。これによりBeyond CMOSと呼ばれる将来技術の一つである量子効果デバイスも
含めて、様々なデバイスに適用できる可能性を示した。 
 
 
